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JUSTIFICACION

La electronica constituye la base y fundamento de los componentes, circuitos, equipos y
sistemas de comunicaciones y redes. Conocer los principios de funcionamiento de estos
elementos le permite al Ingeniero en Telecomunicaciones y Redes analizar, especificar y
proyectar estos complejos sistemas.

La metodologia de andlisis de circuitos electrénicos se constituye en una herramienta que
hace posible:

e Analizar sistemas y equipos electronicos para comprender su funcionamiento,
delimitar sus alcances e identificar sus potencialidades.

e Interpretar y enunciar especificaciones eléctricas y electronicas de equipos y
sistemas

e Analizar sefiales y formas de ondas en circuitos electronicos.
e Participar en equipos de trabajo.
e Utilizar la tecnologia de informacion y software de simulacion.
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En el ejercicio profesional, el Ingeniero de Telecomunicaciones y Redes, enfrentara la tarea
de enunciar los requerimientos de los sistemas adecuados a un determinado proyecto,
evaluar propuestas, proyectar ampliaciones, replantear sistemas, etc. Estas labores
requieren, sin dudas, el conocimiento integral de todos sus componentes, asi como de las
diferentes alternativas de integracion.

La asignatura contribuye, con los conocimientos y desarrollo de habilidades concernientes a
la metodologia de analisis de circuitos electrénicos elementales y su proyeccion a sistemas
mas complejos.

OBJETIVOS:

o Caracterizar los componentes electronicos semiconductores.
o Interpretar hojas de datos de los fabricantes de componentes semiconductores.

e Modelar los diferentes componentes, representando su comportamiento, tanto en
corriente continua como alterna.

o Aplicar diferentes métodos de andlisis a circuitos con semiconductores; punto de
polarizacion, sefial pequefia y baja frecuencia, respuesta a frecuencia, respuesta a la
conmutacion.

« Disefiar circuitos para implementarlos en un ambiente de simulacién computarizado
como PSpice.

« Interpretar los resultados del anlisis del simulador computarizado PSpice.

« Especificar, sisteméaticamente, las caracteristicas de entrada, salida y transferencia
de circuitos electrdnicos.

CONTENIDO GENERAL

La union P-N. Diodo semiconductor. Aplicaciones del diodo. El transistor UJT y FET.
Amplificacion. Conmutacion. Circuitos integrados lineales. EI amplificador operacional.
Respuesta a frecuencia. Circuitos integrados digitales y de conmutacion.
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UNIDADES DEL PROGRAMA

UNIDAD I SEMICONDUCTORES. EL DIODO DE UNION
Tiempo: 12 Hrs.

OBJETIVOS

e Relacionar el comportamiento de los semiconductores dopados con las magnitudes
eléctricas.

o Interpretar la relacion i-v, directa e inversa en un diodo de unién.

« Identificar en un circuito eléctrico los componentes que lo conforman.
« Diagramar circuitos electronicos mediante simbolos estandarizados.

« Aplicar adecuadamente, métodos de analisis de circuitos con diodos.

o Interpretar los resultados del andlisis de circuitos con diodos.

o Modelar diodos semiconductores.

o Aplicar software de simulacion para el andlisis de circuitos con diodos.

CONTENIDOS

1.1. Introduccién
1.2. Diodos ideales
1.3. Caracteristicas de transferencia de los circuitos con diodos
1.4. Diodos reales. Principio de funcionamiento
1.5. Caracteristicas de los diodos reales
1.6. Efectos de la temperatura
1.7. Anadlisis de circuitos con diodos reales
1.7.1. Método grafico
1.7.2. Método de aproximacion
1.7.3. Método iterativo
1.8. Modelado de diodos reales
1.8.1. Modelo de cd con caida de voltaje constante
1.8.2. Modelo de cd lineal por secciones
1.8.3. Modelo de ca de baja frecuencia
1.8.4. Modelo de ca de alta frecuencia
1.8.5. Modelo de PSpice/SPICE
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1.9. Otros diodos
1.9.1. Diodo Zener
1.9.2. Diodo emisor de luz
1.9.3. Diodo de barrera Schottky
1.10. Hojas de datos técnicos para diodos
1.11. Rectificadores de diodo
1.11.1. Rectificadores monofasicos de media onda
1.11.2. Rectificadores monofasicos de onda completa con derivacion central
1.11.3. Rectificadores monofasicos de onda completa en puente
1.12. Filtros de salida para rectificadores
1.12.1. Filtro L
1.12.2. Filtro C
1.12.3. Filtro LC
1.13. Otras aplicaciones del diodo
1.13.1. Recortadores paralelo y serie
1.13.2. Circuitos de fijacion de nivel con corrimiento fijo y variable
1.13.3. Detectores de pico y demoduladores
1.13.4. Multiplicadores de voltaje
1.13.5. Generadores de funcion

UNIDAD II INTRODUCCION A LOS AMPLIFICADORES

Tiempo: 12 Hrs.
Objetivos:
e Modelar matematicamente el concepto de amplificacion de sefiales eléctricas.
e Analizar, mediante elementos ideales, el comportamiento de un amplificador.
e Describir las diversas deformaciones a que se somete una sefial eléctrica aplicada a
un amplificador real.
e Enunciar los parametros de disefio de un amplificador real.

Contenido:

2.1. Introduccion
2.2. Caracteristicas de un amplificador
2.2.1 Ganancia en voltaje, corriente y potencia
2.2.2 Resistencia de entrada y de salida
2.2.3 Saturacion del amplificador
2.2.4 No linealidades
2.3. Tipos de amplificadores
2.3.1. Amplificadores de voltaje
2.3.2. Amplificadores de corriente
2.3.3. Amplificadores de transconductancia
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2.3.4. Amplificadores de transimpedancia

2.4. Relaciones de ganancia

2.5. Amplificadores en cascada

2.6. Efectos de la realimentacion en un amplificador
2.7. Respuesta en frecuencia de los amplificadores
2.8. Teorema de Miler

2.9. El Amplificador Operacional ideal

UNIDAD IIl EL TRANSISTOR
Tiempo: 20 Hrs.

Objetivos:

e Interpretar las curvas caracteristicas de transistores BJT y FET

e Modelar transistores, tanto de dc como para sefial pequefia, en baja y alta
frecuencia.

e Analizar circuitos de polarizacidn de transistores en diversas configuraciones

e Analizar el comportamiento de sefiales aplicadas a circuitos con transistores en sus
diferentes configuraciones.

e Analizar el comportamiento del transistor en conmutacion.

Contenido:

3.1. Introduccion
3.2. Transistor de union bipolar. Caracteristicas de entrada y salida
3.2.1. Modelos del BJT
3.2.2. Polarizacion en cd de los BJT
3.2.3. Configuracion de emisor comun
3.2.4. Configuracion seguidor de emisor
3.2.5. Base comun
3.2.6. Amplificadores con cargas activas
3.3. Transistores de efecto de campo
3.3.1. Modelos de FET
3.3.2. Polarizacion del FET
3.3.3. Amplificadores de fuente comun
3.3.4. Amplificadores de drenaje comun
3.3.5. Amplificadores de compuerta comun
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3.4. Comparacion entre FET y BJT

3.5

. Disefio de amplificadores con BJT y con FET

UNIDAD IV CIRCUITOS INTEGRADOS
Tiempo: 18 Hrs

Objetivo:

Describir el comportamiento eléctrico de arreglos de transistores

Analizar el funcionamiento de amplificadores diferenciales y etapas de salida para
sefial pequefa y baja frecuencia

Aplicar el Amplificador Operacional en la realizacion de diversos circuitos.
Analizar y disefar aplicaciones del temporizador LM555

Describir las caracteristicas eléctricas de diferentes tecnologias de circuitos
integrados digitales.

Contenido:

4.1.
4.2.
4.3.
44.
4.5.

4.6.
4.7.

Introduccion

Formaciones elementales

Etapas de entrada y de salida

El amplificador diferencial

El amplificador operacional

4.7.1. Modelado del Amplificador Operacional
4.7.2. Amplificador inversor

4.7.3. Amplificador no inversor

4.7.4. Amplificador diferencial

4.7.5. Sumador

4.7.6. Restador

4.7.7. Integrador

4.7.8. Diferenciador

4.7.9. Convertidor Analogo-Digital y Digital-Analogo
El temporizador 555

Circuitos integrados digitales

4.7.1. Familia DTL

4.7.2. Familia RTL

4.7.3. Familia TTL

4.7.4. Familias MOS
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UNIDAD V DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES ESPECIALES

Tiempo: 18 Hrs

Objetivos:
e Describir el funcionamiento de dispositivos semiconductores de cuatro capas
Analizar circuitos de conmutacion de potencia
Disefiar circuitos de disparo para tiristores
Describir el funcionamiento de dispositivos optoelectrénicos
Analizar circuitos de aplicacion de componentes semiconductores especiales

Contenido:

5.1. Introduccion

5.2. EISCR

5.3. Tiristores

5.4. Transistor de unién tnica UJT
5.5. Fototransistor. Optoacopladores
5.6. Aplicaciones varias

METODOLOGIA

Para el desarrollo de los contenidos se ha determinado los siguientes métodos de
ensefianza:

a) Clases de caracter teorico-conceptual: Clases a cargo del profesor, a modo
orientador, presentando los problemas, alternativas de solucién con el
correspondiente sustento tedrico. Su desarrollo se apoyard en el uso de
elementos auxiliares para la ensefianza, como pizarra y proyector de
multimedia.

b) Desarrollo de Trabajos Practicos: Los conceptos introducidos en las
clases teoricas, especialmente los relativos a los métodos de andlisis de
circuitos eléctricos, tendran una componente practica basada en la resolucion
de problemas, que se desarrollaran en forma individual o grupal.

c) Précticas de Laboratorio: Se utilizaran los centros de computo para la
realizacion de précticas de andlisis de circuitos con uso de herramientas de
software como el simulador Pspice
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EVALUACION

La evaluacion se realizara siguiendo los parametros que a continuacion se describen.

ITEM DESCRIPCION PROCENTAJE TEMAS
1 Primer examen parcial 30 % Unidad 1
2 Segundo examen parcial 30 % Unidades 2y 3
3 Tercer examen parcial 30 % Unidades 4 y 5
4 Examen Final de Laboratorio 10 % Todas las Unidades

1) Primero, segundo y tercer examen parcial

La evaluacion de los exadmenes parciales tendra 3 componentes: a) Teorico,
conceptual b) Metodologia de andlisis. ¢) Andlisis de resultados, tanto tedricos como
practicos y de simulacion.

2) Examen final de laboratorio
La evaluacion final de laboratorio tendrd 2 componentes: a) Modelado de circuitos

electronicos b) Analisis de resultados.

BIBLIOGRAFIA

a) Basica

1) RASHID, MOHAMMED. Circuitos microelectrénicos, analisis y disefio.
Prentice Hall Inc.

b) Complementaria

1) VALKENBURG, M.E. VAN. Electrénica basica. Ed. Continental, 1973

2) BOYLESTAD, ROBERT L. Electrénica: Teoria de circuitos. Prentice Hall
Hispanoamericana. 1997
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